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はじめに 

二硫化モリブデン(MoS2)を用いた電界効果

トランジスタ(FET)はチャネル厚さが非常に薄

いことからデバイスの微細化が可能である。ま

た、チャネルの表面積が大きいことからバイオ

センサや化学センサへの応用も検討されてい

る。本研究では、自己組織化単分子膜

(Self-Assembled Monolayer: SAM)ゲート誘電体

を用いた低電圧で動作するMoS2 FETの作製を

目的とし、ナノギャップの形成を行った。 

実験方法 

素子の作製方法を以下に示す。1 cm角の酸

化膜付き Si基板を用意し基板の洗浄後、フォ

トリソグラフィによりレジストパターンを形

成する。Alを蒸着したのちリフトオフを行い、

ゲート電極を形成する。次に、UV照射により

Al酸化膜を形成、オクタデシルホスホン酸

(ODPA) SAMを溶かしたアニソールに 30分浸

漬しアニソールで洗浄する。基板全面に Al, Au

を蒸着後、ポリジメチルシロキサン(PDMS)を

用いてゲート電極上の金属を剥離する。その後、

SAM絶縁膜を再形成する。また上記のナノギ

ャップ電極とは別に接着リソグラフィーによ

りMoS2 FETを作製した。 

実験結果 

作製した FETの光学顕微鏡像を Fig. 1に示

す。Fig.1からはゲート電極上に存在する金属

が PDMSによって選択的に取り除かれている

こと確認できる。ゲート、ソース電極間のナノ

ギャップの電流電圧特性を Fig. 2に示す。電圧

は-1 Vから 1 Vまで掃引した。漏れ電流は装置

測定下限以下であり FETの動作に十分な絶縁

性を示した。次に、接着リソグラフィーにより

作製したMoS2 FETの伝達特性を Fig. 3に示す。

Fig. 3より n型 FETの動作を確認した。現在、

これらを組み合わせたMoS2 FETの作製を行っ

ている。 

 

Fig. 1 光学顕微鏡像 

 

Fig. 2 ナノギャップの電流電圧特性 

 

Fig. 3 MoS2 FETの伝達特性 
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